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① 平成 16年度から新技術エージェントとして本事業に参加した安田幸夫（名古屋大学退官後
高知工科大学教授）が副研究統括として研究全体に携わった。 

② 雇用研究員として、山本直樹（株式会社日立製作所中央研究所）、古田守（東芝松下ディス
プレイテクノロジー株式会社）、牧野久雄（東北大学助手）、山田高寛（島根大学博士課程修

了）および加藤策臣（都立科学技術大学大学院）を増強した。全員コア研究員として体制を

補強することができた。 
③ ZnO-TFT 技術開発について集中注力するために、テーマ 3「保護膜低温形成技術の開発」
を研究 1-1「ZnO-TFT 技術の開発」と統合し、テーマ 1「ZnO-TFT 技術の開発」として独
立させた。 

④ 研究 1-2「SiGe-TFT技術の開発」は、テーマ 2「TFTの分析評価及び SiGe-TFT技術の開
発」として山本直樹をテーマリーダーとした。 

⑤ 大阪大学尾浦憲治郎教授の退職に伴い、大阪大学が共同研究機関から外れることとなった
（引き続き研究協力者として連携は続く）。これに対し平成 16年度途中から評価グループと
して新たに高知工科大学の 3研究室（成沢忠教授、谷脇雅文教授、河東田隆教授）に ZnO結
晶学的および物理・化学的評価を依頼した。 

 
フェーズⅡでは、それまでの研究成果に呼応し、共同研究機関として平成 17 年度には「電界

電子放出型光源技術の開発（旧：冷陰極光源技術の開発）」において FELの自動車への応用とし
て富士重工業（株）の参画、平成 18年度には、「ZnO-TFT技術の開発」において ZnO-TFTのフ
レキシブルディスプレイへの応用としてコニカミノルタテクノロジーセンター（株）の参画があ

った。 
また、ZnO-TFT LCDの後工程における課題抽出をテーマに当初から参画していた地場企業の

（株）土佐電子においては、サンプル待ちの状態が続き実質研究活動が滞っていた。これに対し、

平成 19年度から、ZnO-TFT技術の開発テーマにおいて、新たに紫外線センサーへの応用開発に
着手することとなり、これに同社が本格参入することができた。事業終了時には紫外線センサー

のデモ機試作にまで至っている。 
 
以上述べたように、中間評価によるテーマ再編も含め、よりよい研究体制の構築に努めながら

研究開発を推進してきた。 
 

（２）研究テーマの推移 
図Ⅲ-3-3は本事業開始当初の研究計画フロー図である。 
これを原点として 5年間の研究・開発実績を記述したものが図Ⅲ-3-4である。この研究開発に

おけるテーマの見通し、研究開発の集中化による強化および技術動向を考慮した変更、および中

間評価に基づく改良などを図Ⅲ-3-4中記載の時点（①～④）について以下に述べる。 
①の時点（平成 17 年 4 月）における変更は、平成 16 年 12 月の現地調査および平成 17 年 2

月における面接調査を経ての中間評価に基づいて行なわれたものである。その提示の主なものは、 
○研究開発が目標通り進んでいない。 
○研究開発目標が企業化の見地から明確に定められていない。 
○テーマの数から見て、研究スタッフが不足している。 
であった。 
この指摘事項に基づき、大幅な変更を選択と基準の観点で行なった。この主なものは次のもの
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である。 
● 最重点項目は、独自性があり、学術的、技術的にも世界をリードしており、かつ市場性も大き
いものとして ZnO-TFT、透明導電膜および冷陰極光源の 3テーマに絞った。 
しかし、申請当時の計画を遂行することは当然のことであるので、次のように継続的研究開発

を進めることとした。 
● SiGe 膜については、新しく参加した山本直樹高知工科大学教授が（株）日立製作所中央研究
所時代から、Si-ULSI（Ultra Large Scale Integrations）の優秀な研究開発者であったので、
彼に TFTの試作・開発を担当してもらうこととした。 

● 保護膜低温成長技術開発は、ZnO-TFTの一部の技術として統合した。最近、新しい技術を開
発し、成果を出している。 

● LEDの製作は、p型 ZnO膜の実現に懸かっている。このため、p型 ZnOの作成が重要である
が、いまだ実現のための科学的根拠も乏しい状況である。このため、京都大学に p型 ZnO膜実
現の実験を依頼するとともに、コア研究室では、コンピュータ理論計算による p型実現の可能
性を探究した。また探査的研究として、常に状況を調査することを行なってきた。 
 
以上述べた中間評価の内容に沿った変革は、事業終了までの体制となり、他でも述べるように

多くの科学的・技術的および企業的成果を生んでいる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図Ⅲ-3-3．研究計画フロー（基本計画時） 
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図Ⅲ-3-4．研究テーマの推移 

 
②の時点（平成 18年 4月）においては、SiGe-TFTの世界技術動向から判断して実用性が乏し

いと判断した。そこでコア研究室では SiGe-TFTに関しては論文調査・動向調査等の探査研究に
留め、同テーマリーダーの山本直樹教授が得意の分野であり、しかも最重要項目の 1つである透
明導電膜の評価技術の開発を併せて行なうことにした。 
③の時点（平成 18 年 7 月）において、コニカミノルタテクノロジーセンター（株）を共同研

究機関に加え、事業当初の計画にもあった保護膜低温成長技術を電子ペーパー開発と併せて再開

した。本テーマの高度化に対しては、平成 18年度後半 JSTからの追加配賦を受けることができ
研究が加速した。これは平成 19年 10月における電子ペーパーデバイス試作実現の源となった。 
④の時点（平成 19年 4月）で、紫外センサーとして ZnO-TFTを用いた製品開発に着手した。

地場企業である（株）土佐電子との共同研究は本事業にとって意義が大きいものである。最終年

度を考慮して、フェーズⅢにおける本事業の目的である“産業の誕生と育成”を目指して県内産

業界との連携を強めることができた。今後はさらに新しい企業および研究機関との新しいデバイ

ス開発に向けた共同研究を企画している。 
 
（３）研究成果 

本事業における 5年間の研究成果は、次のような特長、特色を持っている。 
① 研究内容は独創的であり、科学技術の研究開発部門において、世界初や世界最高値など世界を
リードするものであった。 

② 科学技術部門において先行し、産業化に対する有意性と優越性を獲得するには、先行的知的財
産権の確保が重要である。本事業では、①によってアイデア特許にはない、具体的で実質的特
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